ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ по МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2008
Экзаменационный билет № 1

1. Двухзондовый метод измерения электропроводности полупроводников

2. Анализ зонной структуры и определение ширины запрещённой зоны в полупроводниковых материалах по оптическому поглощению

3. Значения проводимости, определённые  на частоте 200 ГГц и рассчитанные по значениям концентрации и подвижности носителей заряда, найденным по спектральной зависимости отражения в области плазменного резонанса, существенно различны  Возможные причины?

Экзаменационный билет № 2

1. Четырёхзондовый метод измерения электропроводности монолитных полупроводниковых материалов. 

2.  Анализ зонной структуры и определение ширины запрещённой зоны по рекомбинационному излучению.

3. Как определить эффективную массу носителей заряда по спектральной зависимости коэффициента отражения 
Экзаменационный билет № 3

1. Четырёхзондовый метод измерения электропроводности    полупроводниковых слоёв.

2. Определение времени жизни неравновесных носителей заряда нестационарными методами. Метод модуляции проводимости в точечном контакте.

3. Толщина эпитаксиального слоя в структурах типа низколегированный слой на высоколегированной подложке определяется интерференционным методом. Необходимое для уверенной регистрации  интерференции отличие в значениях показателей  преломления  ~ 10-2. Определить зависимость минимальной длины волны необходимого спектрального диапазона от свойств подложки.

Экзаменационный билет № 4

1. Приближённое определение свойств материалов по кривым Ирвина.
2. Определение ширины запрещённой зоны по температурной зависимости  коэффициента Холла. Ограничения метода и физическое содержание получаемых значений

3. Предполагаемые диапазоны значений эффективной массы, концентрации и подвижности  носителей заряда 0.01-0.2 m0, 
1014- 1016см-3 и 102-103см2/В*с соответственно. Предложите способ и диапазон частот для определения концентрации и подвижности носителей заряда.

Экзаменационный билет № 5

1. Циклотронный резонанс, определение значений эффективных масс.

2. Определение ширины запрещённой зоны по температурной зависимости электропроводности. Ограничения метода и физическое содержание получаемых значений.

3. Заданы погрешности определения ёмкости, площади перехода и напряжения  смещения  (5%, ;% и 1% соответственно). С какой погрешностью определяется концентрация носителей заряда и её распределение по глубине образца вольт-ёмкостным методом?


.

Экзаменационный билет № 6

1. Низкочастотные бесконтактные методы определения электропроводности полупроводниковых материалов.

2. Эффект Фарадея и его применение для определения параметров полупроводников.

3. Значения проводимости, определённые  на частоте 20 ГГц и рассчитанные по значениям концентрации и подвижности носителей заряда, найденным по спектральной зависимости отражения в области плазменного резонанса,  существенно различны.  Возможные причины?

Экзаменационный билет № 7

1. Определение коэффициента Холла в полупроводниковых материалах.

2.        Определение температуры структур в ходе их образования.

2. Заданы напряжение смещения р-n перехода, его площадь и ёмкость при этом смещении. В каких предположениях и как можно определить концентрацию носителей заряда?

Экзаменационный билет № 8

1. Определение времени жизни носителей заряда на основе фотогальваномагнитного эффекта.

2. Плазменный резонанс носителей заряда в полупроводниках.
3. Ваши соображения об изменении спектра комбинационного 

           рассеяния по мере повышении я структурного совершенства. 
                                            Экзаменационный билет № 9

1. Основы бесконтактных измерений. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде.
2. Определение времени жизни неравновесных носителей заряда по сдвигу фаз.
3.        В предположении справедливости полуклассических       соотношений определить подвижность носителей заряда по следующим данным:

толщина образца, коэффициент поглощения, значение  магнитного поля и угол поворота плоскости поляризации в эффекте Фарадея, предложите способ проверки  предположения.

                                                Экзаменационный билет № 10

1. Побочные эффекты при измерениях коэффициента Холла.и их исключение
2. Основы бесконтактных измерений. Дисперсия проводящей среды.
3. Лазерный луч мощностью 10мВт (длина волны 1.06 мкм, диаметр луча 3 мм) возбуждает неравновесные носители в кремнии. Как определить скорость возбуждения? Зависит ли скорость возбуждения от толщины плоскопараллельной пластины и концентрации примесей?
                                                 Экзаменационный билет № 11

1. Определение концентрации носителей заряда в эпитаксиальных полупроводниковых слоях.

2. Основы бесконтактных измерений. Влияние механизма рассеяния носителей заряда на дисперсию среды.

3. В предположении, что потери вызваны рассеянием свободных носителей заряда, предложите способ определения времени релаксации и концентрации носителей заряда и подтверждения предположения по значениям действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости
                                                  Экзаменационный билет № 12

1. Бесконтактные методы определения концентрации носителей заряда в 
           полупроводниковых материалах.

2. Определение диффузионной длины неравновесных носителей заряда 

          методом подвижного светового зонда.
3.       В предположении, что потери вызваны рассеянием свободных носителей заряда, предложите способ определения времени релаксации импульса  и концентрации носителей заряда и подтверждения предположения по значениям действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости
  Экзаменационный билет № 14
1.         Измерение толщины эпитаксиальных слоёв и Фурье спектроскопия.
2. Определение состава материала по  взаимодействию с электронным излучением.
 3.      Предполагаемые диапазоны значений   эффективной массы, подвижности и концентрации носителей заряда

0.01 - 0.2 массы свободного электрона, 100 - 1000 см2/вс, 1019  - 1020  см-3  . 

Предложите способ и диапазон частот для бесконтактного определения концентрации и подвижности носителей заряда.

                                                 Экзаменационный билет №15

1.   Определение электропроводности полупроводниковых материалов методом       Ван дер Пау

2.  Магнитоплазменный резонанс и его применение для определения свойств материалов

3.   Частотные зависимости проводимости материала в монокристаллической и поликристаллической модификациях  существенно различны. 

Возможные причины.

                                                Экзаменационный билет № 16

1. Определение концентрации и подвижности носителей заряда в пластинах произвольной в плане формы
2. Стационарные методы определения времени жизни и скорости поверхностной рекомбинации неравновесных носителей заряда.
3. Профили распределения примеси и концентрации носителей заряда не совпадают. Возможные причины? 
Экзаменационный билет № 17

1. Оже электронная спектроскопия.  Принцип, возможности и 

         ограничения.

2. Определение времени жизни носителей заряда методом стационарной фотопроводимости.

3.       Как определить эффективную массу носителей заряда по спектральной зависимости коэффициента отражения?
                                                    Экзаменационный билет № 18

1. Определение подвижности носителей заряда в пластинах произвольной формы.

2. Определение эффективной массы носителей заряда (сопоставление методов)

3. Рельеф образца по измерениям АCМ и СТМ различны. 
Возможные причины.

Экзаменационный билет № 19

1. Классификация времён жизни носителей заряда в полупроводниках.
2. Определение профиля состава методом вторичной ионной масс-спектроскопии.
3.          Предполагаемые диапазоны значений эффективной массы,       концентрации и подвижности  носителей заряда 0.01-0.2 m0, 
     1014- 1016см-3 и 102-103см2/Вс соответственно. Предложите способ и     диапазон частот для определения концентрации и подвижности носителей заряда.

                                                          Экзаменационный билет № 20

1.        Одно- и многопараметровые методы измерений свойств     слоёв по отражению  электромагнитного излучения
2.        Измерения коэффициента Холла на пластинах методом
     Ван дер Пау
3.         Результаты измерений толщины слоя по интерференции отражённого излучения и по  взвешиванию различаются больше чем погрешности в методах измерений. Возможные причины и способы их подтверждения.

                                                     Экзаменационный билет № 21

1.      Определение  времени жизни и скорости поверхностной рекомбинации по спаду фотопроводимости.

2.       Эффект Фарадея и его применения для определения свойств полупроводниковых материалов.

3.      Толщина плёнки существенно меньше обратной величины коэффициента поглощения в области края поглощения. Предложите способ определения ширины запрещенной зоны
                                                        Экзаменационный билет № 22

1.       Определение электропроводности  низкочастотными бесконтактными методами.

2.        Магнитоплазменный резонанс и его применения для измерения параметров полупроводников.

3.         Можно ли получить сведения о механизме рассеяния носителей заряда по следующим данным: коэффициент Холла, плазменная частота, циклотронная частота.

                                                         Экзаменационный билет №  23

1.        Поглощение ЭМИ излучения свободными носителями заряда. Возможности применения явления для определения свойств полупроводников.

2.        Артефакты при сканирующей туннельной микроскопии. 
3         Почему и как изменение температуры может повлиять на         характер фотовозбуждения носителей заряда в полупроводниковом материале?
                                                           Экзаменационный билет № 24

1.         Стационарные методы определения рекомбинационных параметров полупроводников. Определение диффузионной длины.

2.        Зондовая микроскопия. Принципы и основные виды микроскопии.

3. Как  изменить скорость распространения электромагнитной волны в полупроводниковом материале?
                                                         Экзаменационный билет № 25

1. Основы бесконтактных методов измерений. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде.

2. Излучательная рекомбинация в полупроводниках. Анализ зонной структуры по спектрам излучательной рекомбинации 

3. Предложите способы бесконтактного определения  распределения концентрации носителей заряда по площади пластины.

